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С-0014 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛА  
 ДИФОСФИДА ЦИНКА-ГЕРМАНИЯ СИЛЬНОЛЕГИРОВАННОГО Te 

А. Б. ЛЫСЕНКО, Н. Н. ЮДИН, С. Н. ПОДЗЫВАЛОВ, Е. С. СЛЮНЬКО, А. Ю. КАЛЬСИН, А. Ш. ГАБДРАХМАНОВ 

Томский государственный университет, Томск, Россия 

Тройное соединение дифосфид цинка-германия (далее – ZGP), кристаллизующееся в структуре халько-
пирит с точечной группой 42m [1], обладает высокой теплопроводностью 0,35 Вт/см ∙ К, двулучепреломлением, 
достаточным для фазового согласования, высоким порогом оптического пробоя и твердостью [3–5]. Потенциал 
нелинейно-оптических кристаллов ZnGeP2 максимально реализуется в параметрических генераторах света, 
преобразующих лазерное излучение с длиной волны вблизи 2,1 мкм в излучение, перестраиваемое в области  
3–8 мкм [6, 7]. В настоящее время данных о влиянии легирования различными химическими элементами на 
порог оптического пробоя ZGP очень мало.  

Целью данной работы является модификация и улучшение оптических свойств ZGP для расширения об-
ласти его применения. 

В качестве легирующей примеси для эксперимента по объемному легированию был выбран теллур [2]. 
Навеска теллура составляла 3% масс. от общей массы синтезируемого вещества. Монокристалл выращивался в 
трубчатой печи вертикального оформления на затравку. Для определения пропускания и порога оптического 
пробоя легированного Te монокристалла ZGP были вырезаны две пластинки. Пластинки были отшлифованы, 
затем отполированы.  

Измерения пропускания и оптической прочности образцов проводились на длине волны падающего из-
лучения 2,1 мкм [1, 8]. 

 
Рис. 1. a – график, иллюстрирующий зависимости пропускания монокристалла ZGP от легирования и постростовых обработок, 

b – график зависимости вероятности оптического пробоя для легированного Te и не легированного ZGP  

Благодаря сравнительному анализу кривых пропускания двух наборов образцов – не легированного без 
постростового отжига, не легированного с постростовым отжигом, а так же двух образцов, легированных Te без 
постростового отжига и после отжига, хорошо прослеживается благотворное влияние атомов Te, на коэффици-
ент пропускания ZGP, интересным является тот факт, что постростовой отжиг менее эффективен в случае леги-
рованного материала и увеличивает пропускание лишь на 9% в сравнении с неотожженным легированным кри-
сталлом, против 25% в сравнении с не легированным материалом. Разница в пропускании между легированным 
и не легированным ~ 10% 

Исходя из данных полученных при построении графиков вероятности оптического пробоя, легирован-
ный Te образец монокристалла ZGP показывает значительное увеличение LIDT, с 1.1 Дж/см2 до 2.0 Дж/см2. 
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